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Qubits supercondutores: fabricag¢do e caracterizagéo de

transmon em laboratorio.

M. A. Xavier, R. E. C. R. Rodrigues, H. A. Teixeirqg, C. I. L. De Aradjo
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Pesquisa
Introducao Resultados efou A¢des Desenvolvidas
Sabendo que a computacdo classica enfrenta problemas quanto a N wnl A _:
reducdo do tamanho dos dispositivos e aumento de capacidade de | _' -_
processamento e armazenamento de informacdao, os autores : <

Intensidade (u.a

propuseram a fabricacao de um qubit supercondutor do tipo transmon, o _' o]

visando o aumento do tempo de coeréncia e possibilitando a realizacao W . f _
de operacOes mais complexas na computacao quantica. O dispositivo é - e R o
fabricado utilizando técnicas de eletrodeposicio e litografia e N o

caracterizado utilizando Difracdao de Raios-X e Microscopia eletronica Figura 1: ESPeCFTO de Difracao de Figura 2: Voltametria Ciclica
de Varredura. Raios-X I

Objetivos

Fabricacao e caracterizacao de transmon em laboratério a fim de E| |
estudar suas caracteristicas singulares e propriedades eletrOnicas
através da eletrodeposicao de filmes finos de CuS em substrato de
silicio.
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Figu;; 3. loﬁspectroscopia de Figura 4: Superticie dos filmes
Energia Dispersiva finos de CuS obtida através de
Metodologia ;;_. MEV

Resistance (kQ)

e Filmes finos de CuS crescidos através de eletrodeposicao utilizando
a técnica de Voltametria Ciclica (CV);
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e Eletrolito:

CuSO4 5H20 0,001 M o . Crafico Resistonc
SC(NH2)2 0,01 M 1gura 5: Grafico Kkesistencia
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e (Célula eletroquimica e eletrodos:

Cconclusoes

O trabalho desenvolvido demonstrou sucesso nas etapas iniciais para a
fabricacao de um transmon. Desde a sintese e caracterizacao do filme

| | fino de CuS até os processos de caracterizacdo em baixas temperaturas.
jj ; Os procedimentos realizados no laboratério do tipo clean room
!— validaram a metodologia proposta para a microfabricacao. Os

- resultados encontrados atestam a possibilidade de fabricacdo do
o Annealing e caracterizacio dos filmes finos: dispositivo, que cont1jibui para a superacao dc? limitagées fupdamentais
- Difracio de Raios-X; da computacao classica e piotencializam aplicacdes cientificas de alto
-> Espectroscopia de Energia Dispersiva; desempenho.
- Medidas de Resisténcia x Temperatura em criostato; B|b||og rafio
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